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Abstract of DE31 24891 

The invention relates to a device for obtaining energy from moving air by means of at least one 
wind wheel or the like which is driven by the air flow. According to the invention, air ducts are 
installed in residential buildings and the like, through which the air can flow with the wind 
coming virtually from all directions. In the air ducts, the wind wheels are arranged which are 
driven by the air flow. 
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AnsprOche 

10 

$ Transistorschaltstufe mit wenigstens einem bipolaren 
Hochspannungstransistor (8, 9) als Leistungsehalter, wenig- 
stens einem MOS-Feldef fekt transistor (6, 10) als Treiberstufe 
und einem Speieherkondensator (5) an der Steuerelektrode des 
MOS-Feldeffekttransistors (6, 10), daduroh gekennzeichngt, 
daB ein potentiaitrennender (Jbertrager (1) fdr die Ein- und 
Ausschaltimpulse vorgesehen 1st, daB die Sekundirwicklung des 
Obertragers Uber zwei antiserielle Zenerdioden (3, 4) mit der 
Steuerelektrode des MQS-Feldeffekttransistors (6, 10) verbun- 
20 den 1st und daB die Sekundarwicklung mit einem ohmschen 
Widerstand (2) UberbrUckt ist. 

2. Transistorschaltstufe nach Anspruch 1, ddurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen Basis und Emitter des bipolaren 
25 Transistors (8) ein AusrSumwidertand^n-gesoha-l-tet-is^ 

3- Transistorschaltstufe nach Anspruch 1, dadureh 
gekennzeichnet, daB als Treiberstufe zyei in Serie geschal- 
tete MOS-Feldeffekttransistoren (6; TO")~vom "komplemen tlr e"n 
30 Leltun 8Styp vorgesehen sind und daB im Quellenelektrodenkreis 
des einen MOS-Feldef fekttransistors (10) eine Hilfsspannungs- 
quelle (11) angeordnet ist, die die Energie zura Ausraumen der 
Basiszone des bipolaren Transistors (8, 9) zur Verfugung 
stellt. 
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4. Transistorschaltstufe nach Anspruch 1, 2 Oder 3, 



3124891 



Mp.-Nr. 572/81 • <2 • 

dadurch gekennzeichnet, dafl der bipolare Transistor als 
Darlington-Stufe (8, 9) ausgebildet 1st. 
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Transistoraohaltstufe 

Pie Erfindung betrifft eine Transistorschaltstufe mit wenig- 
stens einem bipolaren Hochspannungstransistor als Leistungs- 
5 schalter, wenigstens einem MOS-Feldeffekttransistor (MOS-FET) 
als Treiberstufe und einem Speicherkondensator an der Steuer- 
elektrode des MOS-FET. 

10 IT d r artl8e Tran3i3t0Ps ^^3tufe ist beispielsweise 
10 bekannt aus der DE-OS 23 6H 154 Oder de r DE-OS 27 10 976 
Pie {Combination eines bipolaren Leistungstransistors oit ' 
einem MOS-FET als Treiberstufe hat bekanntlich die Vorteile 
daa der bipolare Transistor an der Sattigungsgrenze bleibt ' 
und deshalb sehr schnell ausgeschaltet werden kann und daB 
15 fUr die Ansteuerung praktisch keine Steuerleistung benStigt 
wind. Auflerdem zeigt ein MOS-FET keine Sattigungserschei- 
nungen und keine SpeicherverzBgerung. Der Speicherkondensator 
an der Steuerelektrode des MOS-FET sorgt dafur, daB der 
Schaltzustand der Translstorstufe zwischen den aufeinander- 
20 folgenden Steuerimpulsen gespeichert bleibt. 
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5 Bei den bekannten Schaltungen erfolgt die Auf- und Entladung 
des Speicherkondensators tiber einen als Schalter wirkenden 
Feldeffekttransistor. Diesem Schalter mtlssen Leistungsimpulse 
der zum Auf- bzw. Entladen des Speicherkondensators geeigne- 
ten PolaritSt sowie zusStzlich Steuerimpulse zum Offnen bzw. 

10 Schlieflen des Transistorschalters gleichzeitig zugefdhrt 
werden. Diese Synchronisation bedingt unter Umstgnden eine 
komplizierte Schaltung. DarQberhinaus ist bei den bekannten 
Schaltungen der Leistungsschalter galvanisch mit der Steuer- 
elektronik verbunden, so dafl beispielsweise bei Hochspan- 

15 nungsanwendungen Probleme auftreten kdnnen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu- 
grunde, eine Transistorschaltstufe anzugeben, mit der Hoch- 
spannungstransistoren potentialfrei angesteuert werden 
20 kSnnen, die nur eine geringe Steuerleistung benOtigt und 
einfach aufgebaut ist, 

Diese Aufgabe wird dadurch gelSst, dafl ein potent ialtrennen- 
der Obertrager fUr die Ein- und Ausschalt impulse vorgesehen 
25 ist t dafl die SekundSrwicklung des Obertragers Uber zwei 

antiserielle Zenerdioden mit der Steuerelektrode des MOS-FET 
verbunden ist und dafl die SekundSrwicklung mit einem ohmschen 
Widerstand Qberbrtlckt ist. 

30 Das Ein- und Ausschalten des bipolaren Leistungstransistors 
erfolgt mit positiven bzw. negativen Impulsen, die Qber den 
Obertrager in die Transistorstufe eingekoppelt werden. Die 
antiseriellen Zenerdioden sorgen dafflr, dafl sich der Spei- 
cherkondensator zwischen zwei Impulsen nicht selbstt&tig 

35 entladen kann. Der Widerstand, mit dem die SekundSrwicklung 
des Obertragers Uberbrtlckt ist, baut die im Obertrager 
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gespeicherte magnetische Energie ab, die nicht zum Umladen 
5des Speicherskondensators benotigt wurde. Vorzugsweise 1st 
zwischen Basis und Emitter des bipolaren Transistors in an 
sich bekannter Heise ein AusrSumwiderstand geschaltet. Ober 
diesen Hiderstand flieSt die in der Basiszone des bipolaren 
Transistors gespeicherte Ladung gegen Masse ab, sobald der 
10 MOS-FET durch einen Steuerirapuls geeigneter PolaritSt 
gesperrt wird. 

Eine Verbesserung des Ausschaltverhaltens des bipolaren 
Transistors wird vorzugsweise dadurch erreicht, daB als 

15Treiberstufe zwei in Serie geschaltete MOS-FETs vom kompli- 
mentaren Typ vorgesehen sind und dafl im Quellenelektroden- 
kreis des einen MOS-FETs eine Hilfsspannungsquelle angeordnet 
ist, die die Energie zum Ausraumen der Basiszone des bipola- 
ren Transistors zur VerfUgung stent. Da die in der Basiszone 

20 gespeicherte Ladung recht gering ist, ist auch die benatigte 
Energie der Hilfsspannungsquelle sehr gering. Diese Hilfs- 
spannung kann beispielsweise aus einer gesonderten Hicklung 
auf dem potentialtrennenden Obertrager gewonnen werden. Eine 
andere LSsung ist Gegenstand der Slteren Patentanmeldung 

25P 31 16 467.6. 



Vorzugsweise ist der bipolare Transistor in an sich bekannter 
Weise als Darlington-Stufe ausgebildet. Dadurch lSBt sich die 
Schaltleistung waiter erhQhen; auSerdem konnen mehrere 
30Leistungstransistoren parallel geschaltet und von einera 
einzigen bipolaren Steuertransistor angesteuert werden. 

Anhand der Zeichnung soil die Erfindung in Form AusfQhrungs- 
beispielen naher erlautert werden. 

35 

Es zeigen: 
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Fig. 1 eine erste AusfQhrungsform mit einem bipolaren 
5 Transistor und einem MOS-FET, 

Fig. 2 eine zweite AusfUhrungsform mit einem bipolaren 

Transistor und zwei MOS-FET und 
Fig. 3 eine dritte AusfQhrungsform mit zwei bipolaren 

Transistoren und zwei MOS-FET. 

10 

Man erkennt in Fig. 1 einen potent ialtrennenden Obertrager 1 
fUr die Ein- und Ausschalt impulse. Die SekundSrwicklung des 
Obertragers 1 ist mit einem Widerstand 2 QberbrQekt, der die 
im Obertrager gespeicherte Restenergie abbaut. Die SekundSr- 

15 wicklung des Obertragers ist Qber zwei antiserielle Zenerdio- 
den 3, 4 mit der Steuerelektrcjde eines N-Kanal-MOS-FETs 6 
verbunden. Zwischen der Steuerelektrode des MOS-FETs 6 und 
der Bezugselektrode der Transistorschaltstufe ist ein Spei- 
cherkondensator 5 geschaltet, der die Qber den Obertrager 1 

20 und die Zenerdioden 3, 4 Qbergekoppelten Schaltimpulse 
speichert. Bei dem MOS-FET 6 handelt es sich urn einen 
N-Kanal-MOS-FET, der zwischen Kollektor und Basis eines 
bipolaren NPN-Transistors 8 angeordnet ist. Der Widerstand 7 
zwischen Basis und Emitter des Transistors 8 sorgt dafQr, dafl 

25 die in der Basiszone des Transistors 8 gespeicherte Ladung 
ausgeraumt wird, sobald der MOS-FET 6 durch einen negativen 
Steuerimpuls gesperrt wird. 

30 Die beiden antiseriellen Zenerdioden 3, 4 sorgen dafQr, dafi 
zwar Steuer impulse, deren Amplitude h8her ist als die Zener- 
spannung, den Kondensator 5 umladen kflnnen, dafl aber der 
Kondensator 5 sich zwischen zwei Steuerimpulsen nicht selbst- 
tatig entladen kann. Sollte die EingangskapazitSt des 

35 MOS-FETs selbst ausreichend hoch sein, so kann gegebenenfalls 
auf einen gesonderten Speicherkondensator 5 verzichtet 
werden. 
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5 Beim AuafOhrungabeispiel nach Fig. 2 ist der Auaraunmider-' 
stand 7 durch einen P-Kanal-MOS-FET 10 eraetzt, in dessen 
Quellenelektrodenkreis eine Hilfsspannungsquelle 11 angeord- 
net ist. Diese Hilfsspannungsquelle ist so gepolt, dafi sie 
die Ausraumung der Ladung aus der Basiszone des Transistors 8 

10 unterstQtzt, sobald der P=Kanal=M0S-»FET 10 durch einen 

negativen Steuerimpuls leitend geschaltet «ird. Die negative 
Hilfsspannung kann beispielsweise mit Hilfe einer gesonderten 
Hieklung auf dem Obertrager 1 mit anschlieflender Gleiehrich- 
tung und Glattung aus der Ansteuerenergie gewonnen werden, da 

15 die benStigte Bnergie gering ist. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 l3 t anstelle eines 
einzigen bipolaren Leistungsschalters eine Darlington-Stufe 
mit dem eigentlichen Leistungstransiator 8 und einem Steuer- 

20 transistor 9 vorgesehen. Zwischen Basis und Emitter des 
Steuertransistors 9 befindet sich eine Diode 12, die bei- 
apielsweiae auf dem Darlington-Halbleiterchip achon mitinte- 
griert iat und in bekannter Heiae daa Abachalten der Darling- 
ton-Stufe beschleunigt. Bei dieser Anordnung ist es in 

25 beaonderer Heiae mOglioh, den eigentlichen Leiatungsachalter 
aua mahreren parallel geschalteten bipolaren Tranaiatoren 
aufzubauen. 
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